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Abstract - This report represents a concise analysis of the applicative science management in the
planned economy and its changes to the market economy during 20 years of transition, based on
historic data of scientific research development in the branch of sun energy utilization, at the Scientific
and Engineering Center “Informinstrument” S.A., the successor of Chisinau Branch of Union Scientific
Research, Designer and Technological Institute of Current Sources (USRCS) of Scientific and
Production Company “KVANT” Moscow. It is demonstrated that economic problems represent a
source of inspiration for scientific objectives formulation and innovation elaborations, which have the
unchanged destination of self-transforming into non-material assets of the economy branches. The size
of those assets in the economy represents the real value of the elaborated innovations of the scientists.
Thus the economy and the science are forming a dipole with an orientation that characterizes the
society development dynamics, but in transitional situations this dipole is formally supported or

vanished temporarily.

Index Terms — science management, economy-science dipole, innovation, non-material assets.

I. INTRODUCERE

Nu poate fi contestat rolul de avangarda al stiintei in
dezvoltarea oricrruia sistem economic. Economia
centralizatd, la fel ca si economia de piatd, numitd
economie libera, in dezvoltarea sa este asistatd in
continuu de activitatea stiintifici ca de o locomotiva
indreptata spre viitor. Dar sd nu uitdm, ci si stiinta la fel
are nevoie de o locomotiva sustindtoare, care este si
intotdeauna a fost economia. Astfel, stiinta si economia
formeaza un dipol (wide-band dipole) de interactiune
continua in dezvoltarea oricarei societati.

Tn conditiile de tranzitie de la sistemul centralizat la
cel liber, cand aceste sisteme pe parcursul istoriei putin au
comunicat intre ele in aspect managerial si actualmente
sunt la diferite nivele de performanta, dipolul economie-
stiintd pentru un timp dispare. Mijloacele de producere
pentru clasa antreprenorilor prezintd doar interes de
proprietate si deloc interes de mentinere la nivel
competitiv a produselor autohtone pe piata interna si
dezvoltarea pietei externe. La general spus, etapa de
tranzitie reprezintd o luptd necontrolatd de acumulare a
capitalului prin privatizare a bunurilor societatii si
comercializare a produselor fabricare de companiile
dezvoltate intercontinentale. Astfel, antreprenorii cu un
capital initial mic sunt incurajati s comercializeze
produse strdine (Imbogatind si mai mult aceste companii,
tari) si sa exporte forta de munca din tarda, neglijand
necesitatea de fabricare a produselor autohtone si
promovarea exportului acestora. Ne intrebam, daca clasa
capitalului, formata in asa mod la etapa de tranzitie, are
interes de dezvoltare a industriei autohtone cu valoare
adaugata sporita si interes de sustinere a stiintei ca satelit
organic al industriei §i izvor continuu al inovatiilor?
Managerii formati in perioada de tranzitie nu sunt
familiarizati cu rolul adevarat al stiintei in dezvoltarea
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economiei tarii. Acest articol este o fincercare de a
demonstra cele expuse mai sus printr-o succintd analiza a
dezvoltarii unei ramuri a stiintei aplicative — utilizarea
energiei solare in Moldova la Centrul de Stiintd si
Inginerie ,,Informinstrument” S.A., succesoarea Filialei
din Chisinau a Institutului Unional de Cercetare
Stiintifica, Proiectare si Tehnologie a Surselor de Curent
(IUCSSC) al Asociatiei de Stiinta si Productie (ASP)
»KVANT” or. Moscova, care anul acesta implineste 92
anl.

II. CRIMPEE ISTORICE DE DEZVOLTARE

Istoria de dezvoltare in Moldova a ramurii stiintifice
de conversie fotovoltaica a energiei solare a luat start Tn
anul 1964. Iata ce scrie ,,CoBerckas Monnmasus” la 30
iunie 1964 in articolul ,Energia solard — Tn serviciul
gospodariei satesti” [1].

Laboratorul de utilizare a energiei solare a
Institutului Unional a Surselor de Curent (IUCSSC) a fost
fondat la Chisindu in baza laboratorului de dispozitive
semiconductoare al Academiei de Stiinte a RSSM. In
programul noului laborator — cercetarile tehnico-
economice a celor mai efective domenii de utilizare a
energiei radiante si de cdldura a soarelui, elaborarea
convertizoarelor de energie si instalatiilor solare pentru
gospodaria sateasca, probleme teoretice a
fotoelectricitatii. Se fondeaza si un sector experimental,
care se va ocupa cu fabricarea loturilor mici de baterii
fotovoltaice si dispozitive pentru irigare §i aprovizionare
cuapa[1].

Despre etapa incepatoare de dezvoltare a
Laboratorului de Bazd din Moldova (LBM) al IUCSSC
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scrie in anul 1970 fondatorul si primul sef Turculet
Vladimir Ilarion (1903-1976) [2].

Tn anul 1964 am fost invitat in Moldova (de la Uzina
de semiconductoare, Moscova) pentru a organiza
laboratorul de dispozitive semiconductoare (lab. Nr. 9) Tn
cadrul Institutului de Fizica Aplicatd (IFA) al AS RSSM.
Laboratorul a fost fondat la 21 februarie 1964. Academia
la acel moment nu dispunea de suprafete si laboratorul a
fost plasat in subsolurile Ministerului de defensiva
antiaeriana pe bulevardul Lenin 49. Cu 5 unitati in state i
fara vre-un aparat de masurare sau echipament tehnologic

Turculet Vladimir Ilarion (1903-1976)

am Tnceput activitatea mea n cadrul acestui laborator. Se
astepta constructia cladirii IFA, dar asigurarea cu
materiale si utilaje se preconiza pe parcursul a 2-3 ani.

Taraganarea lucrurilor m-a impus sa cer
permisiunea de la presedintele AS RSSM acad. Grosul la.
C. de a cauta o organizatie, care ar putea accelera
formarea laboratorului. Presedintele mi-a spus asa:
»Aprob si voi sustine orice masuri, care vor aduce folos
Moldovei”. Dar m-a sfatuit, s incep cu o audientd la
Bodiul Ivan lvanovici., prim secretar al Comitetului
Central al PCM. Tovaridsul Bodiul m-a primit in primele
zile ale lunii aprilie 1964 si dupa ce a ascultat explicatiile
mele a zis: ,,Aduce-ti de la Moscova permisiunea
respectiva si va fi alocatd orice cladire pentru un astfel de
laborator”.

La 26 aprilie 1964 am plecat la Moscova si
impreund cu Drozdov A. B., directorul uzinei de
semiconductoare, am finaintat propunerea noastra lui
Lidorenco Nicolai Stepan, directorului IUCSSC, care
dupa discutii a luat decizia, ca laboratorul de baza din
Moldova (LBM) sa fie fondat in cadrul Institutului
Unional de Cercetari Stiintifice a Surselor de Curent din
Moscova. Dupa aprobarea Comitetului Central a PCUS
(sectia industrie) am primit documentele necesare de
fondare a LBM al IUCSSC : ordinul nr. 7 al directiei nr. 1
a ministerului de electrotehnica si ordinul nr. 115 a
directorului ITUCSSC din 01 iulie 1964. In baza acestor
documente la 9 iulie 1964 Consiliul de Ministri al RSSM
a eliberat pentru LBM cladirea de pe str. Puskin 6.

Pentru anul 1964 LBM primeste in state 25 unitati,
iar in 1965 numarul lucratorilor se dubleaza atingand cifra
de 50 unitati. In anul 1971 LBM a fost transformat in
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Filiala din Moldova a TUCSSC (din 1983 - Filiala din
Chiginau), care a fiintat pand in 13.02.1992, fiind
reorganizatd in Centrul de Stiintd si Inginerie
,JInforminstrument”.

I11. PERSONALUL DE CERCETARE

Impresiile fondatorului LBM au fost redate mai sus
in traducere directd, fara redactare doar pentru a pastra
originalitatea situatiei, in care sistemul economic
centralizat a permis in mod fulgerdtor organizarea unui
laborator de cercetare stiintificd incepand de la o stare
nuld. Dar partea organizatorici nu se termind aici.
Lidorenco N. S. are nevoie de stiintd pentru rezolvarea
problemelor impuse de economia tarii (mai corect ar fi de
conducerea tarii) . La sfargitul anului 1965 in calitate de
conducdtor al acestui laborator este numit Ceban Amos
Gheorghe, fizic-teoretic de la USM, candidat in stiinte
fizico-matematice (1963), care a Tnaintat spre aprobare o
structura  modificata de state cu doud sectii
fotoelectricitate si termoelectricitate, un sector teoretic-
fizica corpului solid si un atelier mecanic. Conducatorii
de sectii au fost numiti c.s,f-m Negrescul Valentin si
Canter Cezar respectiv, iar sectorul teoretic a rdmas sub
conducerea lui Ceban Amos. Pe parcursul a catorva ani
au fost angajati doar specialisti tineri si doctoranzi de la
Universitatea de Stat, Academia de stiinte si Institutul
Politehnic din Chisindu, dar in calitate de coordonatori ai
cercetarilor stiintifice au fost invitati savanti cu
experientd, doctorii in stiinte Ghitu Dumitru si
Moscalenco Vsevolod de la Academia de Stiinte. Tineri
specialisti cu perspectiva, doctoranzi mai activi erau
delegati pe duratd lunga pentru stagiu sau cercetari
experimentale comune cu savanti renumifi in Institutul
fizico-tehnic A.F. Toffe (Leningrad), care a pregatit mai
multi cercetdtori pentru Moldova in domeniul fizicii
corpului solid, in [IUCSSC (Moscova), in uzinele de profil
Foton, Pravda, Saturn etc.

Ceban Amos Gheorghe (1930-1989) si Lidorenco
Nicolai Stepan (1916-2009) la Chisinau 22.11.1973.
Foto de S. Tiron.

Lucrarile de cercetare au inceput sd se intensifice
incepand cu anul 1966, an finisat cu 6 rapoarte stiintifice,
pe cand anul precedent se terminase doar cu un raport
stiintific. La aniversarea a 15-a a LBM au fost Tnregistrate
60 rapoarte stiintifice, 89 publicatii in literatura stiintifica
de specialitate, 53 rapoarte la conferintele unionale, 6
brevete de inventie.
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Prima teza de candidat in stiinte a fost sustinutd de
seful sectiei termoelectricitate Canter Cezar Terinte
(1970). in acelasi an teza de doctor in stiintd a sustinut
seful LBM Ceban Amos Gheorghe. In timp de 15 ani de
la fondare pe materialele obtinute in cercetarile stiintifice
au fost sustinute 11 teze de candidat in stiinte si o teza de
doctor. Probabil, un stimulent esential pentru promovarea
cercetarilor stiintifice putea fi salariul dublu, pe care-l
primea cercetatorul cu grad stiintific pe atunci.

IV. PROBLEMA ECONOMICA —~SURSA DE
OBIECTIVE PENTRU STIINTA

Tematica cercetarilor stiintifice In LBM reflectau
intocmai spectrul de probleme, care erau puse spre
rezolvare in fata [IUCSSC. Fiecare sectie din Moldova era
inclusd in programul de cercetare a sectiilor respective ale
institutului central din Moscova si activitatile lor erau
coordonate de sectiile specializate. La acel moment
problema acuta era aprovizionarea multiplelor obiecte cu
energie electrica autonoma, utilizand diferite surse
independente de energie (sectie termoelectricitate — d.s.t.
Colomoet N.V., sectie fotoelectricitate — d.s.t. Landsman
AR).

De aici porneau si obiectivele derivate pentru
desfasurarea activitatilor in laborator. Era necesar de
marit puterea statiilor fotovoltaice la unitate de greutate,
de extins suprafata bateriilor solare, de ridicat eficienta de
conversiune a energiei solare etc. In directia
generatoarelor termoelectrice erau necesare materiale
semiconductoare eficiente la temperaturi medii pana la
600 C, iar racitorul termoelectric avea nevoie de materiale
optimizate la parametrul zT in intervalul de temperaturi
de la minus 100 °C la plus 150 °C.

Pe parcursul rezolvarii problemelor se formulau noi
obiective, dar cele enumerate mai sus demonstreaza sursa
principala de inspiratie a echipelor de cercetare si
contributia acestor experiente la formarea
profesionalismul tinerilor cercetatori din Moldova 1n
domeniul stiintelor aplicative.

Astfel, a fost formulatd sarcina tehnologica de
obtinere §i cercetare experimentald a materialelor
semiconductoare  noi  pentru  fotoenergetica = si
termoenergetica. Echipe de cercetare se formau din 2-4
persoane pentru fiecare obiect, care era selectat si
argumentat, de obicei, de un doctorand sau pretendent la
doctorantura, apoi discutat si aprobat la sedinta consiliului
tehnico-stiingific al LBM. Printre obiectele de studiu au
fost inregistrate urmatoarele tehnologii de obtinere a
materialelor semiconductoare: a monocristalului PbTe si
aliajele lui pentru generatoare termoelectrice utilizate la
temperaturi medii, a aliajelor Bi,Te; in combinatie cu
Sh,Tes si Bi,Sez destinate pentru racitoare termoelectrice,
a aligjului Bi-Sb utilizat la micro racitorul magnito-
termoelectric pentru temperaturi mai joase de 100 K, a
monocristalelor InP, GaAs, solutii solide masive GaAs;.
«Px, precum si CdTe, ZnSe pentru celula solarad, TaSbS,,
TaShSe, — materiale optice pentru dispozitive optronice in
intervalul spectral infrarosu 0,75-15 p si 1,45- 25 p
respectiv. Obiectivele se schimbau cu timpul permanent.
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V. APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALA

Toate lucrarile de proiectare §i cercetare aveau
tangentd, dar si legaturd directd, cu atelierul mecanic
experimental, care Incepand cu anul fondarii LBM a fost
inzestrat cu strunguri, masini de frezat, masini de ascutire,
magini de slefuit, masini de lustruire §i poleire a
materialelor semiconductoare, masini de taiat cu discuri
abrazive, prin scanteiere electrica in lichide inerte etc.
Echipele, indatd ce erau formate, incepeau activitatea cu
proiectarea  instalatiilor  tehnologice. = Asamblarea
instalatiilor se perfecta cu suportul atelierului mecanic,
apoi se trecea la experientele tehnologice propriu zise.

Evenimente paradoxale se petreceau la elaborarea
instalatiilor de masurare a parametrilor electro-fizici sau
termoelectrici ai materialelor semiconductoare. Fiecare
echipa solicita sa asambleze instalatia proprie de masurare
si fnainta comanda pentru aparaturd de masurat la centru
de aprovizionare. Intr-o buni zi (1970) ne pomenim in
curte cu 7 magnete puternice de a cite 800-1200 kg (SP-
54 si SP-55) fara surse de alimentare G-M. Unul din
magnete SP-54 a fost instalat Tn laboratorul semimetale la
IFA, condusa de D. Ghitu. Sursele de alimentare cu
panouri de comandd au fost aduse mai tirziu pentru
fiecare magnet, dar spatiul laboratorului nu era calculat
optimal, pentru cd managementul pe atunci nu era la
moda. Au fost aduse o masind de producere a heliului
gazos G-2 instalata la IFA si doua masini de producere a
azotului lichid ZIF-700 si ZIF-1002, care functioneaza si
n prezent. LBM a fost inzestrata cu aparatura optica si de
analiza spectrald DFS-8, 1KS-21, IKS-14, SF-4 si altele
aparate moderne produse in LOMO sau Germania, cu o
instalatie tehnologicd ,,Vezuvii-1b”de implantare 1in
semiconductor a ionilor cu energie de pana la 150 keV, cu
4 instalatii de depunere in vid a materialelor prin
evaporare VUP-4, UVN-2M, UVN-71-3P, cu multe
magini de calcul de diferite capacitati. La mijlocul anilor
80 a fost instalatd o linie tehnologica ungara de producere
semiautomata a plachetelor imprimate (de productivitate
micd). in aspect de aprovizionare LBM devenise in
Moldova o insuld a aga numitului ,,imperiul Lidorenco”.

VI. REZULTATE CU PERSPECTIVE

Primul  proiect aplicativ  implementat de
colaboratorii LBM a fost instalatia automatad de reglare a
temperaturii  Incaperilor de sera incédlzite electric.

Douazeci si patru de instalatii au fost implementate in
Institutul de cercetare stiintifica a pamanturilor irigate si
legumiculturd [2]. Prima cerere de inventie a fost
inregistratd sub nr. 1937744, cu prioritate din 25.06.1973,
dar incercdrile si testarile instalatiei pentru extractia
acceleratd a substantelor colorante si tanante [3] au avut
loc la Institutul de industrie alimentard in 1970. Sa
stabilit, ca doar 20-30 sec. de iradiere cu raze infrarosii a
pulpei de poamd mareste de 1,5-2,0 ori continutul de
substante colorante si tanante in vin.

Sectorul termoelectric a avansat cel mai mult in
aplicarea rezultatelor stiintifice in dispozitive practice,
fiind nominalizate la premiul de stat al RSSM, ajungand
la etapa de proiectare a uzinei de fabricare a
generatoarelor termoelectrice in Moldova si inceputul
constructiei pe un teritoriu de 1,7 ha. Tn plan teoretic
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savantii cu tematica termoelectricitate depagise timpul 1n
cercetdrile dispozitivelor termoelectrice cu elemente
monodimensionale (echipa condusi de d.s.f-m Casian A.).
Evident rezultatele unui colectiv de creatie nu pot fi
elucidate in spatiul unui articol ce urmareste doar tendinta
de dezvoltare.

Ne vom opri doar la acele rezultate stiintifice
avansate, care au supravetuit etapa de tranzitie si reflectd
elocvent relatia dintre stiinta si economia tarii in perioada
de tranzitie la economia de piata.

In istoria sa sectia fotoelectricitate a elaborat
tehnologia de crestere a monocristalului InP, a livrat
lingouri de acest material unei intreprinderi din Moscova,
unde cercetatorul din LBM Palazov S. a sustinut si teza de
candidat in stiinte (1976). Monocristale din solutii solide
INP — GaAs au fost obtinute si studiate experimental, ca
material de perspectiva pentru celulele solare. Tezd de
candidat in stiinte in acest domeniu a sustinut Gorceac L.
(1975). La sfarsitul anilor 70 ai secolului XX au fost
elaborate §i construite instalatii pentru tehnologii noi,
precum este epitaxia GaAs din faza lichida ( Ous P.
sustine teza de candidat in 1975), si epitaxia GaAs din
faza gazoasd metoda clorurd ( Diaconu I. sustine teza de
candidat Tn 1985). Implementarea acestor tehnologii
avansate a fost posibild datorita cerintelor economiei de
atunci.

in 1979 au aparut primele rezultate ale tehnologiei
de crestere a straturilor GaAs; 4Py si structurilor cu hetero-
jonctiuni GaAs-GaAs; Py Tn calitate de convertor al
energiei solare cu banda energetica variata. Tot atunci au
fost cercetare celule solare in baza CdTe cu utilizarea
tehnologiei de implantare la instalatia ,,Vezuvii-1b” a
fluxului de ioni cu energia de 60 keV si intensitatea 10*°
cm?,

Dar si urmiarim si o schimbare de situatie. In 1977
sub conducerea m. cor. AS URSS Alferov N. I. si
Celnocov V. E. o echipa de cercetatori din mai multe
intreprinderi au efectuat cercetari la comanda privind
crearea dispozitivelor semiconductoare de putere Th baza
principiilor fizice noi si materialelor semiconductoare noi.
Partea experimentald era argumentata prin utilizarea
tehnologiei de epitaxie din fazd lichidda a GaAs in
elaborarea dispozitivelor semiconductoare de putere de
temperatura Tnalta cu tensiunea de blocare 200 V la uzina
electrotehnica, orasul Tallin.

Informatia m.c. Lidorenco N. S. la una din sedintele
ministerului de electrotehnicda despre elaborarea 1in
Moldova a instalatiei experimentale si a procesului
tehnologic de epitaxie a GaAs din fazd gazoasa, care
permite obfinerea structurilor omogene pe suprafete mari
cu destinatie celule fotovoltaice a provocat un mare
interes al ministrului industriei electrotehnice.

O comisie de informare si analizd, trimisd in
Moldova de catre ministerul de electrotehnica sub
conducerea d.s.t. Bortnicov lvan Mihail, directorul pe
stiinta al Institutului unional de electrotehnica 1in
componenta d.s.t. Dermendji Pantelei Gheorghe si m.c.
AS URSS Celnocov Valentin Evghenii, a confirmat
performantele tehnologice obtinute in Moldova. In urma
raportului  acestei comisii  ministrul a ordonat
multiplicarea §i implementarea imediatd a instalatiilor
experimentale si a tehnologiei de clorurd a GaAs la uzina
Saturn din or. Crasnodar.
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Sa observam aici, ca interesul fata de elaborarea
celulei solare in baza GaAs cu tehnologie avansata pe
atunci era mai retinut decét interesul fatd de elaborarea
dispozitivelor semiconductoare de putere ultrarapide de
temperatura 1nalta.

A urmat altd comandd urgentd, care a avut
continuare §i in perioada de independentd a Republicii
Moldova. Comanda se referd la elaborarea limitatoarelor
de tensiune ultrarapide pentru protectia aparaturii radio-
electronice de control si sistemelor electronice de impusul
electromagnetic cu puterea de 1,5 kW. In cadrul
programului a fost elaborat si testat un gir nominal din 7
pozitii a limitatorului de tensiune de la 5,5V péna la 34V
[4]. Ultimele testari a produselor la fluxul de protoni cu
energia 64 MeV si intensitatea 6,54x10" proton/cm? au
avut loc n 1991-92 la Institutul de cercetdri nucleare
ASU or. Kiev. Aici managementul centralizat al stiintei
aplicative Tn Moldova a luat sfarsit.

VII. MANAGEMENTUL STIINTEI IN TRANZITIE
(In cautarea ofertelor)

Electronica de putere de temperatura inaltd in baza
GaAs la inceputul anilor 90 era prezentata foarte slab pe
piatd mondiala de companiile Motorola SUA (dioda
MGR2025CT) si GAD Semiconductors Ltd, Israel (dioda
GF-1006). Cauza volumului redus al productiei in acest
domeniu a fost eficienta economicd scizuta la utilizarea
tehnologiei de epitaxie a GaAs din faza lichida.

In aceasta perioadi Moldova detine tehnologia
avansata prin metoda clorurd de epitaxie a GaAs din faza
gazoasa pentru fabricarea elementelor electronice de
temperatura inaltd. Tehnologia este clasificatd la nivel
mondial ca una din cele mai pure tehnologii, datoritd
faptului cd materialele primare utilizate in productie sunt
purificate la un grad de clasificare foarte Tnalt.

Avand tehnologia limitatoarelor de tensiune deja
elaboratd pentru o nomenclaturd specifica standardelor
militare cu tensiuni joase, echipa manageriala (1993) a
elaborat un studiu de fezabilitate ca argument pentru
dezvoltarea dispozitivelor semiconductoare de putere n
baza GaAs, care este un material semiconductor cu
perspectiva industriald si cu multe prioritati In comparatie
cu semiconductorul clasic - siliciul.

In cautarea mediului industrial au fost stabilite
legaturi directe de colaborare a CSI Informinstrument cu
S.A. Tranzistor or. Breansc si S.C. Baneasa S.A. or.
Bucuresti. Fiind ajustate la productia componentelor
electronice discrete din siliciu, aceste fabrici puteau
accepta implementarea produselor din GaAs doar ca
produs nou, care necesitd acoperire financiara capitala la
toate compartimentele de implementare. Tnceputul
colaborarii cu Baneasa la initiativa proprie a echipei si cu
interes comun al ambelor parti oficiale a durat mai mult
de 3 ani si a avut loc prin acoperirea cheltuielilor pentru
cercetarile respective din sursele proprii de finantare [5].
Apoi, Informinstrument a fost inclus Tn Programul de
Integrare Economica si Culturald intre Romania si
Republica Moldova , iar la 18.02.1999 a fost semnat
contractul nr.10/99 de colaborare tehnico-stiintifica si
livrare productie experimentala cu S.C. ,Baneasa” S.A.
Prin Hotararea Guvernului Roméniei nr.787 din 14.09.00
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si nr. 690 din 27.07.01 aceste lucrari au fost finantate din
bugetul de stat al Romaniei.

in colaborare cu S.C.”Baneasa” S.A. Bucuresti au
fost elaborate tehnologiile de asamblare a diodei din
arseniurd de galiu de tip AD601A-AD601J ca produs nou
OCP 34 1711 9541 cu foaie de catalog si respectiv cu
prescriptii tehnice PT MD 31-04771183-94. Apoi au
urmat alte produse noi de tip AD1060P in capsula TO-
220AB, AD1560 in DO4, AD3060M in DO5, AD2060P
in TO-247 si al. la curenti 10A, 15A, 20A, 25A, 35A,
tensiuni pand la 600V si cu timpul de revenire inversa 35-
80 ns. Tn calitate de analog au fost selectate diodele din
GaAs de tip MGR2025CT (Motorola) si dioda GF-1006
(GAD-Semiconductor Ltd.). Vederea de ansamblu al
diodelor experimentale fabricate In comun cu ,,Baneasa”
S.A. este prezentata in fig.1.

Seturile de diode experimentale din GaAs au fost
testate la SC ,Baneasa”, conform standardelor
implementate la uzind in cadrul sistemului ISO 9001.
Incercarile au demonstrat ca, de exemplu, dioda AD1060
din GaAs, avand rezistenta diferentiald constanta,
independenta de temperaturd 2*10° Om si calculatd la
densitatea nominald a curentului 430 A/cm? cu succes
poate functiona si la densitatea 1730 A/cm?. De subliniat
aici, ca limita materialului semiconductor GaAs la acest
parametru depaseste 3000 A/cm?.

Fig.1. Vedere de ansamblu a produselor
experimentale din GaAs produse in colaborare cu
Romania

Primul consumator al produselor experimentale din
GaAs a fost S.C. ,,Tehnoton” Iasi, apoi firma ,,Advanced
Power Associates Ltd”, care a testat cu aceste produse si
piata americand. Comenzile declarate doar pe un segment
de piatd (SUA, Australia si Federatia Rusd) numai la
diode cu tensiunea 600V si 1200V atingeau volumul de
250 mii buc. pe an, care conform preturilor de atunci
(a.2001) valorau peste 1,15 min USD.

Deschiderea fabricii de produse autohtone inovative
in baza materialelor semiconductoare noi si tehnologiilor
avansate a acceptat guvernul Republicii Moldova prin
ministerul industriei pe suprafetele uzinei Topaz or.
Chisinau, care avea la dispozifie toatd infrastructura
pentru astfel de tehnologii. Acest proiect prezenta o
variantd din cele mai optimale si ieftine de reanimare a
industriei electronice prin fabricarea produselor cu cea
mai mare valoare addugatd la acel moment. Elaborarea
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proiectului de constructie a Tnceput in anul 2000 cu
termen de finalizare si darea in exploatare in 2002.

Uzina Topaz a fost vandutd Asociatiei de Productie
Salut or. Moscova 1n a. 2001 si implementarea sa stopat,
dar cercetérile au continuat. Analiza liniei tehnologice de
productie in procesul proiectdrii a evidentiat problema
deseurilor, care in afara cerintelor fatd de poluarea
mediului mai contineau §i pierderi voluminoase a
materialelor pure implicate in productie. Aceastd
problema a fost rezolvata cu suportul financiar din
Programul Bilateral 1l MRDA - CRDF in cadrul
proiectului MP2-3048 [6,7]. Tehnologia elaboratd pentru
recuperare a galiului si arsenului reduce pierderile acestor
materiale pand la 0,05 % si 0,5 % respectiv.

In continuare a fost elaborati tehnologia de
producere a supresorului bidirectional ultrarapid
0,4DS150CP pentru protectia statiilor de telefoane fixa la
supratensiuni conform caietului de sarcini a Asociatiei
,Moldtelecom” cu livrare a mostrelor experimentale
(1500 buc.) [8].

Piata a solicitat convertizorul de curent la 4,5 kV de
temperaturd pani la 200 °C si prin modernizarea ciclului
tehnologic de epitaxie a GaAs sa obtinut ridicarea
tensiunilor de blocare pe element la 1000 V precum si
randamentul de productie cu 40 %, cea ce a permis
elaborarea acestui produs nou, care la moment nu exista
n vanzare [9]. Acest proiect (cod 08.808.05.03A) a fost
realizat in cadrul programului de stat «Ingineria si
tehnologiile electronice Tn relansarea economiei ».

Tehnologia si produsele indicare mai sus sunt
protejate intelectual cu 9 brevete de inventie pe teritoriul
Moldovei §i numai aici in economia Moldovei (nu la
Brussels) aceste inventii pot fi transformate in aur. Se
simte acuta lipsa in Moldova a mediului industrial pentru
implementare, dar si de dezvoltare in continuare a
tehnologiilor si produselor noi.

Astazi ne aflam la momentul, cind tehnologia
avansatd de epitaxie a GaAs din fazd gazoasi poate
concura cu alte tehnologii in rezolvarea convenabila a
problemelor terestre de conversie fotovoltaica a energiei
solare concentrate. Echipa de cercetitori de Ila
Informinstrument a restabilit regimul tehnologic de
fabricare a structurilor semiconductoare pentru celula
fotovoltaica, care va rezista la intensitatea energiei solare
de cateva ordine mai mare fara diminuare esentiala a
eficientei de conversie. In prezent suntem in ciutarea
partenerilor pentru formarea unui consortiu european
pentru fortificarea lucrarilor in acest domeniu [10].

VIII. CONCLUZII

Republica Moldova pe parcursul a multor ani
ocoleste in perspectivele sale ramura de industrie a
produselor cu valoare addugata mare, cum ar fi produsele
electrotehnice si cele electronice. Savantii mai au Inca
potential inovational doar pentru expozitii, cand diploma
de aur face sd credem, ca tara devine mai bogatad si fara
management 1n stiinta.

Reanimarea industriei electronice Tn Republica
Moldova prin implementarea tehnologiilor avansate si
utilizarea materialelor noi poate forma un mediu
industrial atat de necesar savantilor si inginerilor pentru
transferul tehnologiilor noi, dar si mediul de inspiratie
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pentru alte inovatii necesare unei economii dinamice.

Timpul de restabilire a intreprinderilor industriale
cu tehnologii Invechite prin investitii extensive a expirat.
A sosit momentul de investire intensiva in directia
fabricarii produsului comercial nou competitiv pe piata.
Desfasurarea productiei dispozitivelor semiconductoare
ultrarapide de putere din arseniura de galiu cu utilizarea
tehnologiei de epitaxie din fazd gazoasa inca corespunde
acestor cerinte.

Din punct de vedere aplicativ arseniura de galiu, ca
dealtfel si fosfura de indiu, nu sunt cercetate pand la
epuizare pentru utilizarea lor Tn produs comercial. Mediul
industrial cere de la savanti tehnologii cu grad 1nalt de
reproducere a parametrilor produsului si instalatii pentru
aceste tehnologii cu productivitate rentabild economic.
Savantii pot avea la dispozitie un camp vast de activitate
inovationala doar avand si conditiile unui mediu industrial
competitiv, adaptat la o programa strategica de dezvoltare
a economiei nationale dinamice.
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